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論 文 内 容 要 旨          
 導電性有機高分子は、特徴的な柔軟性や軽量性を有し、また塗布による簡便な成膜が可能なため、有機エレクトロニ
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レン(EC)、亜硫酸エチレン(ES)、ジメチルスルホキシド(DMSO)を添加して作製した試料において、それぞれ 131 nm(322 
S/cm)、55 nm(344 S/cm)、318 nm (357 S/cm)となり(カッコ内は室温電気伝導度)、これはPHグレードの場合と比べて大










を示す。上から順にゼロ磁場中、磁場勾配中(H = 7.5 T)、および磁場中心(H = 10 T)において成膜したPEDOT:PSS-Pristine
Fig. 1 PEDOT:PSS水分散液(PH及びPH1000グレード)に、



























Figs. 3(a) と 3 (b) にPEDOT:PSS-Pristine膜とPEDOT:PSS-EG3%膜の広角エックス線散乱プロファイルをそれぞれ示
す。横軸 q は波数、縦軸は回析強度である。スペクトルに現れる散乱構造の起源は次のように考えられる。q ~ 12 nm-1
を中心とする幅広の構造はPSSに由来するアモルファスハロー、q ~ 16.8 nm-1のピークはPEDOT鎖方向のEDOTのモ
ノマーに由来する(002)回折ピーク 、 q ~ 18.5 nm-1のピーク構造はPEDOTの--積層に対応する(020)回折に由来し、q ~ 
25.2 nm
-1
(Peak2) はPSS鎖の周期性に関する回折である可能性がある。また q ~ 3 nm-1 (Peak 1)は、現状では不明である。
Fig. 3(b) に示すように、EG添加した膜では (020) ピークがシャープとなり、このことはPEDOT分子のナノ結晶化が
促進されていることを示し [3] 、この結果として PEDOT:PSS-EG3%膜の電気伝導度が向上したと考えられる。この
Fig. 2 上図から順に、ゼロ磁場中、磁場勾配中(H = 7.5 T)、およ
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Fig. 3 磁場中成膜を行った (a) PEDOT:PSS-Pristine 膜と
(b) PEDOT:PSS-EG3%膜の広角エックス線散乱プロファ
イル。 
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